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Introducao |

O ZnSe é um semicondutor binario que apresenta
capacidade de absorcao de radiacédo
eletromagnética, alta eficiéncia de converséo 6tica e
gaps que cobrem todo o espectro visivel" . A
obtencdo de filmes de compostos semicondutores
pela técnica de eletrodeposi¢do é considerada uma
alternativa altamente viavel por ser econbmica,
simples e gerar fiimes de boa qualidade. Este
trabalho teve como principal objetivo a obtencédo de
filmes finos de ZnSe por eletrodeposicdo em
substrato de Au e sua posterior caracterizagdo por
microscopia eletrénica de varredura (MEV).

Resultados e Discussao |

Foram utilizadas as solucdes de 10 mM de SeO, em
H,SO,4 (0,5 M) e 10 mM de ZnSO4em H,SO, (0,5 M)
e uma mistura contendo ambos os elementos. O
eletrodo de referéncia utilizado foi um eletrodo de
Ag/AgCl e o eletrodo de trabalho de Au (a= 0,196
cm?) embutido em Teflon®.

Na Figura 1 estdo representados os voltamogramas
ciclicos obtidos para o branco, Zn, Se e Zn-Se, onde
se observa que tanto a corrente, o nimero, forma,
carga e potenciais dos picos de dissolugdo sédo
bastante distintos para os sistemas Se, Zn e Zn-Se.
Comparando-se os voltamogramas obtidos para a
mistura com o do Se puro, nota-se que ha um
aumento significativo da corrente associada aos
picos de dissolugdo mais negativos (entre 0,6 e 0,9
V). Neste caso parece ter havido a co-deposi¢céo
dos elementos e a dissolucdo ocorrendo em
potencias diferentes daquele dos elementos
individuais, ha uma indicacdo de formacdo de um
composto de ZnSe.

Quando se analisa os processos de dissolu¢édo do
Se para diferentes tempos de deposicdo, em -0,3 e
-0,5 V, nota-se que em no potencial de -0,3 V ha
aumento proporcional da corrente com o tempo de
deposicdo, ou seja, o filme torna-se mais espesso.
Este processo esta relacionado a reducéo de Se(lV)
a Se (0). Para a deposicdo em -0,5 V o0 pico de
dissolugcdo do Se ja ndo é mais observado qualquer
que seja o tempo de deposi¢do devido a completa
reducdo do filme de Se a H,Se gasoso e desse
modo ndo se observa o pico de dissolugédo do Se.
Para este mesmo experimento quando Zn(ll) é
misturado ao banho de deposicdo o comportamento
em -0,5 V é distinto do Se puro, ou seja, picos de
dissolucdo aparecem nos diversos tempos de
deposicdo. Este fato indica que a codeposicao de Zn
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e Se é facilitada e ao mesmo tempo a redugdo do
Se a H,Se é dificultada.
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Figura 1. Voltamogramas de Se, Zn e Zn-Se em
meio de H,SO, para substrato de Au.

Analisando as micrografias obtidas por MEV nota-se
que hd uma maior quantidade de material
depositado a -0,3 V do que a -0,5 V e também ha
uma mudanca significativa da morfologia do filme.
Este resultado reforca as discussbes anteriores
sobre a formacdo de Se(0) a -0,3 V e posterior
reducdo a H,Se em -0,5 V.

Conclusodes

Foi possivel concluir que em potenciais de -0,3
ocorre a reducédo de Se(lV) a Se(0) e em -05V a
reducdo de Se(0) a Se? levando a formacdo da
espécie H,Se. Pela andlise dos voltamogramas
também se nota uma codeposicdo de Zn e Se,
levando a formacé&o de ZnSe.
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